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BASIC-ABSTRACT: 

NOVELTY - A substrate (10) in a semiconductor module (1) has a contact 
strip 

(12) with connection contact areas (13) at one edge (ll).Contacts of each 
unpacked semiconductor chip (16) are connected to contact areas by 
conductor 

tracks (14,15). A module holder has a row of mating contact strips, plug-in 
connector with row of contacts for providing connection to external 
components, 

and a conductor to connect contact areas of the module and connector. 

USE - Semiconductor assembly with a semiconductor module e.g. dynamic 
random 

access memory (DRAM), static random access memory (SRAIVI), or 

RAMBUS memories 

mounted on a printed circuit board. 

ADVANTAGE - Provides a semiconductor assembly which permits an 
extremely high 

degree of integration along with simultaneously simplified production and 
high 

operation reliability. 

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a plan view of the 

semiconductor 

module. 
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edge 1 1 
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Die folgenden Angaben sind dan vom Anmelder eingereichten Unteriagen 

Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 
(g) Halbleitermodul, Halbleiterbaugruppe und Verfahren zur Herstellung eines Halbleitermoduls 

@ Die Erfindung ist gerichtet auf ein Halblettermodul (1), 
das ein Ratinen-Substrat (10) mit Leiterbahnen (14, 15) 
und einen oder mehrere auf dem Substrat montierte ge- 
hauselose HalWelterchips (16), die uber elektrische Kon- 
takte mit Leiterbahnen (14, 15) auf dem Substrat (10) ver- 
bunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat 
(10) an einer Kante (11) zumindest eine Kontaktleiste (12) 
mit Anschlusskontaktflachen (13) aufweist, die mit zumin- 
dest einemTeil der Leiterbahnen (14, 15) verbunden sind, 
aufSweist. Durch diese Anordnung lasst sich gegenuber 
konventionetlen Modulen eine h5here Integrationsdichte 
erreichen, da keine individuellen Gehause mehr venwerv 
det werden mussen. Die Erfindung beinhaltet auch Halb- 
leiterbaugruppen, die solche Halbleitermodule (1) umfas- 
sen, sowie ein Verfahren zur Herstellung der Halbleiter- 
• module. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betriflft ein Halbldlermodul, bei 
dcm gehauselose Halbleiteichips direkt mit einem Platineii- 
substrat vesbunden sind sowie Halbleiterbaugnippen, wel- 
che das Halbleitermodul mittels eines Modulhalters inte- 
grieren. 

[0002] Bisherige, mit integrioten Schaltkreisen bestuckte 
Elektionikplatinen bestehen aus dcr eigentlidieo Fladne, 
zumeist emer aus Kunsthaiz mit integrierten Glasfasern her- 
gestellten flachen Platte mit Leiteibahnen, auf welche die in- 
tegrierten Schaltkieiskompoaenten einzeln cxter gestapelt 
aufgebracht werden, wobei diese Komponentoi neben dem 
eigentUchen, metallischen Halbldtmhip Gdiause aufwei- 
sen, wobei die Halbleiteichips fiber VerbinduDgselem«ite 
an den Gehausen, wie KontaktfuBcben oder Kontaktballe, 
mit gegenstucldgen Kontaktflacfaen der Leiterbahnen mit 
der Platine elektrisch verbunden werden. Im Zuge der fort- 
schieitenden Miniaturisiemng von Komponenten bzw. der 
stets steigenden Integrationsdichte von Komponenten in ei- 
nem voigegebenen Flachenbmich einer Platine (beispiels- 
weise im Datenveraibeitungsbeceich) wachsen jedoch auch 
die Restriktionen hinsichtlich der Verwendbaikeit Oblicher 
behSuster Halbleiteifoaustdne. Dies zeigt sich besondeis 
ausgepragt bd Hauptspdchermodulen, etwa DRAM-, 
SDRAM- Oder I^AMBUS-Speichem, da bd diesen auf- 
grund von \fergaben von Standaidisierungsbestrebungen der 
Hersteller von Datenveraibeitungsanlagen nur voigegebene 
MaximalgroBen ziir Verfiigung stehen. Hauptspeicheimo- 
dule werdm in ailer Regel auf sogenannten Hauptplatinen, 
welche ebenfalls den Prozessor sowie die elektronischen 
Komponenten zur Ansteueiung von Peripheriegeraten ent- 
halten, in dafur vorgesehene Steckerleisten eingesteckL Sol- 
che Speichennodule bestehen aus einer kleinen Platine, auf 
der die einzelnen Speicherbaustdne, die mit ihren Gehausen 
auf der Platine befestigt und mit auf der Hatine befindlichen 
Ldterbahnen elektrisch verbunden sind. Die Platinen in den 
Spdchermodulen weisra an dner Kante eine Kontaktldste 
auf, an der die Ldteibahnen nach auBen gefuhrt sind und mit 
d^ die Platine in die Steckerldsten von Hauptplatinen ein- 
gesdioben werden konnen. Diese Anschlusse sind standar- 
disiert, um eine beliebige Austauschbarkeit von Speicher- 
modulen auf verschiedenen Haup^latinen zu gewahrldsten. 
Auch bd anderen elektronischen Geraten, wie integrierten 
Geiaten oder Steueningen, existieien ahnliche Anforde- 
rungsprofile an Spdchertiausteine oder auch andere Kompo- 
nenten. So konnen Erweiterungsmodule mit einer ein GetSt 
erwdtemden Funklionalitat, z. B. ein Modem oder dne 1/0 
Platine, in dafiir voigesehene Steckeiplatze eingefuhit wer- 
den, wobd die Module einen Shnlichoi Aufbau wie die zu- 
vor beschriebenen Spdcherfoausteine aufweisen. In alien 
diesen FaUen ist der zur Verfugung stehende Platz fiir die 
Einsteckmodule b^renzt, da die Breite durch die Stecker- 
leiste und wdtere Anfoiderungen der GeratehersteUer und 
die Hohe meist durch weito^ daruber gelagerte Komponen- 
ten, oder durch Luftzirkulationsprobleme etc. auf einen Ma- 
ximalwert begrenzt ist Mit bisberigen Integrationstechni- 
ken von behaustra Halbleiterkomponenten auf solchen 
Spdchermodulen stoBt man selbst bd doppelseitiger Be- 
stuckung der Platinensubstrate an Gienzen der Integrations- 
dichte. Die hohe Zahl der auf ublichen Spdchermodulen be- 
findlichen, einzdn behausten Halbleiter erfadbt zudem die 
Wahrscbeinlichkdt von Defekten dues entsprechenden Mo- 
duls entweder direkt bd der Herstellung oder im spateien 
Betrieb. Zum Zwecke d^ wdteren Steigerung der Integrati- 
onsdichte ware es dah^ wunschenswert, ein Konzept einzu- 
fiihren, mit dem die raumlichen Limitationen bisheriger An- 
satze uberwunden werden und mit dem die Hhigkdt zur 



EliminiCTung von Fehlera verbesseit wild. 
[0003] Diese Aufgabe wird gelosl durch die Bereitstellung 
eines Halbleitennoduls gemaB dem unabhangigen Patentan- 
spruch 1, einer Halbleiterbaugruppe gemaS dem unabhangi- 
5 gCT Patentan^JTUch 14, sowie ein Verfahren zur Herstellung 
eines entspiechCTden Halbleitermoduls gemafi dem unab- 
hangigen Patentanspruch 19. Wdtere vorteilhafte Ausge- 
staltungen. Details und Aspekte der vorliegenden Erfindung 
exgeben sich aus den abh^gigen Patentanspriichra, der Be- 
10 schrdbung und den bdgefiigten Zdchnungen. 

[0004] Der Erfindung liegt das I*rinzip zugrunde, direkt 
die m^allischen Halbldterchips, also ohne eine vorherige 
Unterbringung in einem Gehause, auf ein Platinensubstrat 
aufzubringen und fiber Leiterbahnen die Kontakte dieser 
15 Halbldter an eiuCT ICante nach aufien zu fuhrcn. Unter ei- 
nem gehauselosen Halbldterchip ist im Sinne der Erfindung 
das unmittdbar nach der WafCTbearbdtung eriialtene Platt- 
chen eines Halbldters mit der eingearbdteten integriertm 
Schaltung zu v^nstehen. Die Erfindung basiert auf dem von 
20 d^ Infineon AG entwickelten Board on Chip - Backside 
Protect (BOC BSP), welches ursprtinglich entwickelt 
wurde, um 1)all grid array" Komponenten herzusteUen. 
[0005] DemgemaB ist die Brfindung zunachst gerichtet auf 
ein Halbleitermodul, welches aufweist ein Platinensubstrat 
25 niit Ldterbahnen und einen oder mehrere auf dem Substrat 
monticrte gehauselose Halbldterchips, die fiber elektrische 
Kontakte mit Leiterbahnen auf dem Substrat verbunden 
sind, wobei das Halbleitermodul dadurch gekennzeichnet 
ist, dass das Substrat an dner Kante zumindest eine Kon- 
30 taktldste mit Anschlusskontaktflachen aufweist, die mit zu- 
mindest dnem Tbil der Ldterbahnen verbunden sind. Unter 
einem Hatinensubstrat ist hierbei im Sinne dec Erfindung je- 
des voizugswdse flSchige Gdnlde zu verstehen, das in d^ 
Lage ist, mit Leiterbahnen versehen zu werden und die ge- 
35 hauselosen Halbldterchips au&unehmen. Unter Leiterbah- 
nen sind flache MetallbSnder zu verstehen, welche sich auf 
Oder in dem Platinensubstrat erstrecken und der Leitung 
elektrischer Signale von und zu den verschiedenen elektro- 
nischen Komponenten auf dem Platinensubstrat diraen. Un- 
40 ter einem gehauselosen Halbleiterchip ist ein Halbldter, bei- 
spielswdse dne integrierte Schaltung zu verstehen, bei wel- 
cher der m^allische Chip nicht von einem Gehause umge- 
ben ist Es handelt sich also um den Chip, wie er uimiittelbar 
nach Veidnzelung und ggf. Nachbehandlung der Einzelele- 
45 mente des Wafers voriiegt Bin solcher Halbleiterchip wdst 
im allgemeinen eine Untersdte auf, die aus Silizium oder d- 
nem vetgleichbaren Material wie Galliumarsenid besteht, 
und in die in Richtung auf seine CHierseite die verschiedenen 
Strukturen mit den ublichen Verfahren der Halbldterherstd- 
50 lung dn- bzw. aufgd>racht worden sind. An der Obersdte 
befinden sich im allgemeinen auch die elektrischen Kon- 
takte, welche der Verbindung des Halbldterchips mit der 
AuBenwelt dienai. Im Gegensatz zu herkommlichen Halb- 
Idt^chips, bei denen beim Packaging die Untersdte auf d- 
55 nem Untergrund befestigt wild und die elekdischen Kon- 
takte des Halbldters dann beispielsweise vermittels feiner 
Drahtch«i mit entsprechenden Gegenkontakten des Gehau- 
ses auf dessen Untergrund der Halbleiterchip aufgeklebt 
worden ist, elektrisch verbunden woxlen, wird bd der vor- 
60 liegenden Erfindung der Halbleiterchip vorzugswdse mit 
seiner Oberseite auf das Platinensubstrat aufgebracht, um 
n35glichst kurze Kontaktwege zu ermoglichen. Es ist aller- 
dings auch moglich, den oder die Halbldterchips mit desa 
Unterseiten auf das Platinensubstrat aufeukleben oder sonst 
65 wie zu befestigen und Drahte zwischen den elektrischen 
Kontakten und den Leiterbahnen auf dem Substrat zu span- 



nen. 



[0006] Erfindungsgemafi soil das Substrat an einer Kante 
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eine Kontaktleiste aufweisen. Diese ahnelt von ihrem prin- 
zipieUen Aufbau her den beispielsweise bd Speichermodu- 
leo bekannteD Kontaktleisten zum Hnschieben von Steck- 
veifoinder, kann jedocb beliebig kldn und fein ausgefuhrt 
sein, da, je nach Ausfiihningsfonn, keine Rucksicht auf exi- 
stieiende Standards genommen weiden muss. Die An- 
schlusskontaktflacben dienen durch \^rmittlung der Loiter- 
bahnen dsr Kontaktierung der Halbleiteichips mit der Au- 
Benwelt, wie beispielsweise weit^en Komponenten oder 
elektronischen Geraten. Die Abschlusskontaktflachen miis- 
sen bierbei nicbt mit alien auf dem Pladnensubstrat befindli- 
chen Leiteibahnen veibunden sdn. >^elmehr kann dn Ibil 
der Leiteibahnen auch der intemen >fertnndung d^ ver- 
schiedenen, auf dem Flatinensubstrat angeoidneten gehSu- 
selosen Halbleiteichips dienen. 

[0007] Diese intemen Leiteibahnen konnen dazu beitra- 
gen, die Komplexitat des Halbleitennoduls nach auBen bin 
zu veimindem. Falls es sich um zumindest teilwdse gleich- 
aitige gehauselose Halbleiterchips handelt, die auf dem Fla- 
tinensubstrat angeordnet sind, beispielsweise bei der Feiti- 
gung von SpeichOTDodulen, so wild es bevoizugt, dass die 
Halbleiteichips intern so miteinander veibunden sind, dass 
seiche Signalein- und/oder -ausgange der Halbleiteichips, 
welche den verscfaiedenen Halbleiterchips gemdn sind, zu 



10 



sich, wenn, veigleichbar den Anschlussbo-eichOT heutiger 
Speichmnodule, die Kontaktleiste eine Kontaktregion des 
Substrats ist, auf der die Anschlusskontaktflachen als spe- 
ziell ausgefuhrte Bereiche der Ldteibahnoi parallel zuein- 
ander angeordnet sind. Auf diese Weise werden neben den 
dgentlichen Leit^ahnen keine weitere Hemente bendtigt, 
um einen Kontakt durch Einschiebra in einen oitsprechen- 
dsa Halter ("slot") zu bewirken. 

[0011] Wie beieits ausgefuhrt, konnen die Halbldterchips 
in besonders bevotzugteo Ausfiihnmgsformen Spdcherbau- 
steine umfassen. Duich die Gleichartigkeit dncr groSoi 
Zahl von Speichearbausteinen, welche sich auf solchen Mo- 
duleo unteibringen lassen, lasst sich in besonders einfacher 
Weise eine hohe Integrationsdichte herstellen. Die Halblei- 
15 tCTchips konnen allerdings auch ASICs Oder Mikroprozesso- 
ren etc. umfassen, so dass insgesamt der funktionalen Aus- 
gestallung der erfindungsgemaBen Halbleitemwxlule keine 
Grenzen gesetzt sind. Das Flatinensubstrat kann vorzugs- 
weise eine flache Flatte aus einem Material sein, das Kunst- 
20 harz aufweist, bei^elsweise ein Kunstharz-Glasfasrarv^- 
bund. Das Flatinensubstrat entspricht damit von seiner 
Stniktur h^ voibekannten nalinen. 
[0012] Das gesamte bezUglich der Hcrstellung von Fla- 
tincn zur \ferfugung stehencte 'Wissen kann auch auf die fiir 
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gcmeinsamen AnschlusskootaktflSchcn gefiihrt sind. Typi- 25 das erfindungsgemaBe Halbleitermodul verwendete Ratine 
sche Beispiele fiir solche gemeinsamen Signalein- und/oder ' " 

-ausgSnge, welche zu gemeinsamen Abschlusskontaktfla- 
chen fuhien kdnnen, sind beispielsweise Stromversoigungs- 
leitungen, Adrcssbus- oder Datenbusleitungen, Tbktldtun- 
gen Oder Aktivierungs- bzw. Deaktivierungsleitungen (en- 
able, disable). Andere Leitungen miissen individualisiert 
herausgefiihrt werden, beispielsweise Ldtungen zum An- 
sprcchen individueUer Chips (chip select) oder Ldtungen 
zum Ansteuem individueUer Halbleiterchips auf dem Halb- 
Idtermodul, die nicht gldchartig mit anderen Halbldter- 
chips auf dem Modul sind. Fiir ein voUstandig adressieiba- 
les, achtbittiges Spdchermodul kann so die Zahl d^ not- 
wendigen Anschlusse auf ca. 50, beispielsweise 54, veiiin- 
gert w^nden, 



angewendet werden. So kdnnen die Leiterbahnen des Flati- 
nensubstrats beispielswdse in mehreien Verdrahtungsebe- 
nen angeordnet sein, die einen sandwichartigen Aufbau des 
Flatinensubstrats bedingen. Die dnzelnen Verdrahtungsd)e- 
nCT konnen miteinander durch Kontaktierungspunkte, wel- 
che sich in Queirichtung der LdtetbahnenflSchen ersttek- 
ken, verbunden sein. 

[0013] Eine weiteie Stdgerung der Int^rationsdichte 
lasst sich in einer AusfUhrungsform erzielen, welche mit in- 
3S dividuell behausten Halbldt^cbips grundsatzlich nicht 
moglich isL £s konnen namlich auch dne Mehrzahl gldcher 
Halbldterchips auf dem Flatinensubstrat angeordnet sein, 
die nicht verdnzelt sind. Halbleiterchips werden in Wafem 
TAAAoi T • produziert, im allgemeinen runden Scheiben, in die wahrraid 

[0008] La emer besonders bevorzugten AusfuhrungsfOTm 40 do- Froduktion der Halbleiterchips dne Vidzahl solcher 
weist das Flatinensubstrat zumindest eine Oflbung auf, iiber HalbldtCTchips dngearbeitet waden. Bei konventioneUer 
der zumindest dn Halbldtercto montiert ist, dessen elektri- Anwendung werden nach der HersteUung und ggf. Tests die 
sche I^takte im Berdch der OfiEhung Uegen und die durch Halbldtachips singularisiert (verdnzelt) und im Anschluss 
(he Offhung hindurch mit Ldterbahnen auf odo- in dem in die gewiinschte Gehauseform dngebaut Durch die \fer- 
Substrat verbunden sind. Diese bevOTzugte Ausfiihrungs- 45 wendunggehauseloser Halbldterchips ist esjedoch moglich 
form der Mndung entspricht von der Anordnung der Halb- gewordaa, auf dne solche Vfeicinzelung zu verzichten. Viel- 
leiterchips und der Offiiung im Substrat her dem BOC BSF mehr kdnnen nach der HersteUung auf dem Wafer ganze 
Design dear Infineon AG, wobd aber erfindungsgemaB keine Riegel nrit dner Mehrzahl von Halbleiterchips zusammcn- 
"baU grid arrays" mit den durch die Ofl&iung hindurch ge- hangend bldben und als solcher \^und direkt auf dem 
fuhrtenKontakten veibunden sind. Bddieser Ausfiihrungs- 50 Flatinensubstrat befestigt weiden. Durch den FortfaU von 



fcxm der Erfindung sind die Kontakte der gehausdosra 
Halbldterchips durch die Ofifoungen hindurch der wdteren 
Bearbdtung wahiend der Fertigung zuganglich und konnen 
bdspielswdse mit durch die OTnung hindurch reichenden 
Drahten mit den Leiterbahnen v^unden sein oder kdnnen 
mit an der Kante der Ofihung angeordneten Leiterbahnen 
direkt verlotet weiden. 

[0009] Die erfindungsgemaB berrit gestellte Kontaktldste 
des Halbleitermoduls mit Anschlusskontaktflachen kann in 
unterschiedlicher Weise geschaket sdn. So kann ein Stdc- 
kersystem voigesehen sein, an dem sich die Anschlusskon- 
taktflachen befinden und das an der Kante des Hatinensub- 
s^ts befestigt winL Mit diesem Stecker kdnnen dann \%r- 
bindungen mit entsprechenden Gegensteckem auf bdspiels 



55 
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ansonsten einzuhaltenden Abstanden zwiscben den einzel- 
nen Halbldterchips bei gleichzeitig gewahrieisteter exakter 
Ftositionierbarkeit der Chips lasst sich auf dem erfindungs- 
gemaBen HalbldtOTnodul weiterCT Platz einsparen und da- 
mit die Integrationsdichte erhohen. 

[0014] Die kantenstandige Kontaktldste des Halbleiter- 
moduls mit den Anschlusskontakten kann, wie berdts oben 
ausgefuhrt, je nach Einsatzzweck beliebig ausgestattet sein, 
bdspielswdse mit sehr feinen Kontakten, um bd spezidlen 
Geraten geringste Bauteileabmessungen zu enndgHchen. Es 
ist jedoch auch n^glich, die Kontaktleisten so auszugestal- 
ten, dass sie existierenden Standards genugen, um direkt als 
Standaidkomponenten Verwendung finden zu konnoi. So ist 
es moglich, die bei DIMMs ubiichen Abmafiungen dnzu- 



weiseHauptplatinen Oder anderen Gerateelcmentcn, mit de^ 66 halten und damit die HalbldtCTmodule do- voriiegenden Er- 
nen das Halbldtermodul verbunden waxien soil, heigesteUt findung direkt als Spdcherbausteine fur beispielsweise 
JJJ?]*™- Computer verwenden zu konnen. Die Abstande kdnnen 

[0010] Eme besonders dnfache Ausfiihrungsfonn eigibt ebenfalls so bemesscn sein, dass an ihnen unmittelbar Stek- 
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kerieisten angebracht weiden kdnnen, welche der >%ibiii- 
duDg mit anderen Komponenten uber dn solches Steckeisy- 
stem dieneD kdonen. Beispielswdse kdnnen die Kontaktlei- 
sten so ausgestaltet sein, dass das erfindungsgemaBe Halb- 
leitennodul diiekt in ein Kompaktgehause, wie beispiels- 5 
weise dn PCMCIA-Gehause oda: dn Compact Flash Ge- 
hause oder dn MMC-Gehause dngebaut weiden kann. 
[0015] Je nach geplantcr spateier Verwendung des erfin- 
dungsgemaBen Halbleitermoduls, beispielsweise bei direk- 
tem Kundenkontakt, kann es wunscbenswert sein, das Halb- 10 
idtamoduU insbesondeie die nicht behausten Halbidter- 
chips sowie die Kontaktdrahte zur \^indung der elektri- 
schen Kontakte der Halbldtecchips mit den Ldtezbahnen 
VQT B^iihrung durch Anwender oder durch weitere Kompo- 
nenten zu schiitzoi, um Defekte zu venneiden. Hierzu ist es 15 
bevorzugt, dass das Halbleitennodul eine Abdeckung auf- 
wdst, die zmnindcst die Halbldtm:hips und die Kontakte 
zu den Ldterbahnen abdeckL Hierzu konnen Deckel vct- 
wendet weiden, die ein- oder zweiseitig auf dem Halbldto-- 
modul angebracht werden. Es wild insbesondeie bevoizugt, 20 
dass die Abdeckung auf dem erfindungsgemaBen Halbldter- 
modul va:gos5en wird Dies eimoglicht insbesondeie bd 
Ausfuhiungen mit dner Qfihung, durch die hindurch die 
Kontakte der Halbleiteichips zug3nglich sind, ein komplet- 
tes VeifliUen dieser Ofihungen und damit dnm guten 25 
Schutz von herausfuhrenden Drahten, wobd gleichzdtig 
auch die Halbldtecchips auf der anderen Sdte durch die 
Vecgiefiung mit einer Schutzschicht bedeckt werden kon- 
nen. Diese Ausfuhningsf(»in der Eifindung ratspridit im 
wesentlichen wieder dem vorbekannten BOC BSP-Design 30 
der Infineon AG, so dass der Fachmann weiB, wie er im Ein- 
zelfall eine Abdeckung herstellen kann. Altemativ konnen 
eii^)findliche Beieiche des Halbleiteimoduls auch durch Be- 
drudcen mit einem entspiechend gedgneten Polymer in bei- 
spielsweise Untenstrahltechnologie odac ahnlichem ge- 35 
schiitzt werden. 

[0016] Die Erfiiidung ist wdteriiin auf ctner Halbldter- 
baugnippe, das Halbldteimodul voivendend, gerichtet Al- 
les beziiglich des Halbldteimoduls Gesagte gilt gleichenna- 
6en auch fUr die Halbleiteifoaugruppe und umgekehrt, so 40 
dass wechselsdtig Bezug genommen wird. 
[0017] Die Eifindung ist dementspiechrad weiteifain ge- 
richtet auf eine Halbldterbaugruppe, welche aufweist zu- 
mindest ein Halbleitennodul gemafi der Brfindung; einen 
Modulhalter mit einem Steckanschluss zur elektrischra \fer- 45 
bindung mit andeien Komponentrai; zumindest dner Ge- 
genkontakdeiste zur Vcrbindung mit den Kontaktleisten des 
zumindest eineo Halbldtermoduls, und elektrischen Leitem 
zwischen den Kontaktflachen des zumindest einen Halblei- 
termoduls und elektrischen K<ntakten des Steckanschlus- so 
ses. Die erfindungsgemaBe Halbldteigruppe weist also zwei 
Hauptkomponenten auf, namlich zum einen das Halbldter- 
modul, wie obcn beschrieben, zum anderen einen Modulhal- 
ter. Der Modulhalter wiederum besteht aus did fiinktionalen 
Beidchen, namlich erstens dnem Steckanschluss beliebiger 55 
Bauart, mit dem die Halbldterbaugruppen mit andeien elek- 
trischen Geraten, bdspielswdse einem Mainboaid dnes 
Computers, in elektiische Veibindung gebracht werden 
kann, zwdtens aus einem Beidch mit einer Gegenkontakt- 
leiste zur Vdrbindung mit der Kontakdeiste des oder der er- 60 
findungsgemafien Halbldtermodule und drittens aus einem 
Beidch, der der elektrischen ^^indung der osten und 
zwdten Bmiche dient W3hiend im allgemeinen lediglich 
ein Steckanschluss vcn^esehra ist, mit dem die erfindungs- 
gemaBe Halbldterbaugruppe mit der AuBenwelt in Kontakt 65 
treten kann, ist fur jedes vorgesehene Halbldtermodul eine 
Gegenkontakdeiste fiir die Verbindung mit der Kontakdeiste 
zum jeweiligen Halbleitermodul vorzusehen. 



[0018] I>ie elektrische Veidrahtung zwischen den verwen- 
deten Halbleitermodulen und dem nach aufien gefuhiten 
Steckanschluss kann in bekannter Weise afolgen, bdspiels- 
wdse mittels auf Platinen aufgebrachten Leiteibahnen, mit 
Drahtrai, mit Kontaktbugeln oder mit ahnlichen \bnichtun- 
gOT. Die Zahl der in einer erfindungsgemaBen Halbldter- 
baugruppe integrieibaren »findungsgemaBen Halbleitermo- 
dule ist nur von den elektrischen und raumlichen Gegeben- 
hdten abbangig. Im einfachsten Fall fimgieit der Modulhal- 
ter lediglid) als eine Art von Adaptei; bd der ein einzelnes 
Halbldtermodul fiber den Halter an beliebige andeie Steck- 
systcme angq)asst werden kann. Voizugsweise wird jedoch, 
gorade aufgrund der hohen Integrationsdichte der erfin- 
dungsgemaBen Halbldtermodule, eine Mehizahl von Halb- 
Idto- auf dem Modulhalter angeordnet werden, um so von 
den Vorteilen des erfindungsgemaBen Halbldtermoduls be- 
sonders piofitieren zu kdnnen. So ist es vorstellbar, vier oder 
auch acht der CTfindungsgemaBen Halbldtennodule in dner 
erfindungsgemaBen Halbldterbaugruppe zu integrieren, 
bdspielswdse bei Verwendung d^ Halbldtermodule fur 
Spcichcrriegcl, wie DI^AM- oder RAMBUS-Einhdten. So 
koDnen mdirere Halbldtennodule hintminander auf der 
Halbldteri>augruppe angeordnet sein. Hierunter ist zu ver- 
stehen, dass die Halbleitermodule mit ihien Hauptoberfla- 
chen parallel zueinander beabstandet ausgerichtet sind. Ge- 
nau wie auf den HalbldtOTnodulen konnen auch im Berdch 
des Modulhalters Komponenten angeordnet sdn, die mit 
Leiteibahnen veibunden sind und die der Beeinflussung vot 
durch die Ldterbahnen fuhibaien elektrischen Signalen die- 
nen. Auf diese Weise lassen sich beliebig zusatziiche Steue- 
ruDgsfunktionen, Auswahlfiinktionen oder Pegelanpassun- 
gen und ahnliches, welche zur elektrischen ^^Ibindung dor 
Halbldtermodule mit der AuBenwelt im konkreten K(»itext 
der erfindungsgemaBen Halbldterbaugruppe notwendig 
sind, implementieren. 

[0019] Die Halbldterbaugruppe gemaB der vorliegenden 
Brfindung kann wdterhin dne Abdeckung zum Schutz der 
Halbldtomodule aufweisen. Dies kann beispielsweise eine 
Haube sein, welche fiber alle Halbldtennodule gestiilpt ist 
[0020] Da ein wichtiges Einsatzgebiet der erfindungsge- 
maBen HalbldtCTbaugiuppen im Berdch von Standaidbau- 
tdleo, wie bdspielsweise Speicheiriegeln, liegt, wird es des 
wdterra bevorzugt, dass der Steckanschluss dne Stecker- 
Idste einer normierten oder standardisierten Bauart ist Un- 
t&[ einer Norm ist hierbei eine verdnhdtlichte Bauart zu 
vo^hen, die von einer staatHcl]»n oder staatlich-beauftiag- 
tea Institution entwickelt wc»den ist, wShiend imter einem 
Standard hierbei eine de facto vereinhdtlichte Bauart, bd- 
spielswdse auf Initiative eines Untemehmens, zu versteheo 
ist 

[0021] SchlieBlich ist die Eifindung noch auf dn Verfah- 
ren zur Herstellung dnes afindungsgemaBen Halbleiteimo- 
duls gerichtet, wobd wiedo- alles bezuglich des Halbleiter- 
moduls bzw. der Halbleiteibaugiuppe Gesagte auch fiir das 
Veifahren und umgekehit gilt, so dass wechselseitig Bezug 
goiommen wird. Das erfindungsgemaBe Verfahren weist 
folgende Schritte auf: 

- Berdtstellen eines Flatinensubstrats mit Ldterbah- 
nen, wobd das Substiat an einer Kante zumindest eine 
Kontakdeiste mit Anschkisskontaktflachen aufwdst, 
die mit zumindest einem Teil der Leiteibahnen veibun- 
den sind; 

- Montio-en eines oder mehrercr gehauselos^ Halb- 
leiter chips auf dem Platinensubstrat; 

- Verbinden von Kontakten auf den Halbldterchips 
mitLd tai>ahnen auf dem Substrat 
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[0022] In eincr beyorzugten Ausfiihningsfonn wcist das sammengefasst werden, wahrcnd separate Chipselects fiir 

Flatinensubstrat zumindest eine Ofl&iung auf, wobd der zu- jeden gehauscloscn Halbleiterchip herangefiihit werdrai 

mindcst eine Halbleiterchip so auf einer Oberflache des [0032] Die zur Horstellung eines solchen erfindungsgema- 

Substrals montiert wird, dass seine Kontakte an der Oflfeung Ben Halbleitennoduls notwaidigen Prozesse sind dem Facb- 

von der anderen Oberflache des Substrats zuganglich sbd, 5 mann als Standardverfahren durchaus gelaufig, wie bd- 

wobei das Valnnden von Kontakten durch die Offiiung bin- spielsweise "die bonden", "plasma cleaning", "wire bonden" 

durch afoigt Wie bereits oben ausgefuhrt, konnai hierbei und das Molden (Spritzguss einer Abdeckung) bzw. Printen 

beispielsweise Drahte zwischcn den Kontakten der Halblei- nrit Polymer der Halbleitermodulrudcseite (auf der die 

terchips und den Ansatzpunkten der Leiterbahnen gezogen Halbleiterchips aufgebracht sind) und ggf . vorhandener Off- 

weiden, Oder eskanneinVeriotendirektzwischen den KoD- 10 nungeo (der sog. bond chamiels). Der bd Shnlichen Verfah- 

takten der Halbleiterchips und Anschlussstellen der Lciter- ren vcrwendcte "BaU-Attach"-Ph)zess kann wfindungsge- 

bahnen crfolgen. maB komplett entfellen, da eine kantenstandige Kontaktlei- 

[0023] Das Verfahren kann zusStzlich durch den folgen- ste entsprcchende Anschlusskontaktflachen bereit stellt 

den, wciteien Schritt eigSnzt werden: Wie bereits oben beschrieben, kann selbst das Singulieren 

15 da: Komponenten bei einer geeignetra DimCTsionicrung 

- VeigieBen eines plastischen Materials auf das Halb- des erfindungsgemaBen Halbldtermoduls entfallen. Die ub- 
leitennodul zum Schutz der Halbldterchips und der lichen Testungen der Komponenten, wie "backend"-Tfest 
Verbindung zwischen Halbleiterchips und Ldterbah- und bum-in, konnen vorzugsweise am komplett heigestcll- 

ten Halbleiteimodul durchgefuhrt werden, wobei sich die 
Altemativ kann diescr Schritt auch foIgendermaBen 20 zumindest bei Speichermodulen gegebene bohe PtoUelitat 
ausgestaltetsdn: positivauf dielfestzdtenauswirkt Unterder Voraussetzung 

- Aufdnicken einar Schutzschicht auf das Halbleiter- gutcr "backend"-Ausbeuten und WaM eines geeigneten Vbr- 
modul zum Schutz der Halbleiterchips und der ^ferbin- tests auf Schdbenebene kann die Ausfallquote der Halblei- 
dung zwischen Halbldterchips und Ldtobahnen. tmnodule enlschddend gesenkt werden. Um die crfin- 

25 duqgsgemaBen Halbleitermodule mit der AuBenwelt zu ver- 
binden, wiid ein Modulhalter (ein sog. multifimktionaler 
KurzeBeschrdbungderZdchnungeo Stecker) eingesetzt. Dieser kann dnem herkomndichen 

PCB dadurch ahneln, dass er eine genormte Steckeiieiste, 
[0024] Im folgaiden soil die Erfindung anhand konkreti- wie bdspielswdse 168- oder 184-polige Stecker fiir Spd- 
sierter Ausfuhrungsbeispiele naher a-lautert werden, wobei 30 dierbausteine, aufweist Zusalzlidi konnen in oder auf die- 
auf die bdgefiigten Zdchnungen Bezug genommen werden sem Modulhalter die notwendigen aktiven, wie EEPROM 
soll,indenenfolgendesdargesteUtist: Register; oder PLL, oder passiven Bautdle, wie Wider- 

[0025] 1 A zdgt in Aufsicht dn schematisiertes Halb- stande, Kondensatoren, auf- bzw. dngebiacht werden. Zur 
leitermodul gemaB do- vorliegenden Erfindung; Verbindung mit den erfindungsgemSBen Halbldtcrmodulen 

[0026] Fig, IB zdgt ein entsprechendes Halbleitermodul 35 besitzt der Modulhalter Einschiibe, in welchc die Halblcit»- 
in Sdlenansicht, wobd insbesondere die Abdeckung daige- module hinterrinander, nebendnander oder auch Oberdnan- 
steUtwird; der gesteckt werden kdnnen. 

[0027] Fig. 2A zdgt dneAufacht auf cine crfindungsge- [0033] Der ubUchcrwdse notwendige Surface-Mounting- 
mafie HalbldtKbaugruppc mit einem Modulhalter und zwd Technology-Prozess ent^t fiir die einzelnen Komponenten 
dargestellten Halbldtcrmodulen; 40 vollstandig. Zur Feinabstimmung der gesamten Halbldter- 

[0028] Ffe. 2B zdgt eine rat^irechende HalbleitCTbau- baugnippe notwendige Widerstande oder Kondensatoren 
gruppe in Sdtenarisicht; und konnen entweder auf den Modulhallem aufgebracht oder in 

[0029] 3 zdgt eine erfindungsgemaBe Halbldta*au- d^en Basismaterial dngebettet werden. Um die Modulhal- 
gruppe in Aufsicht, von der anderen Sdte aus betrachtet tcr bzw. die Halbleiterbaugruppen vor zu groBen mechani- 

[0030] Die yoriiegende Erfindung stellt high density Halb- 45 schen Belastungen zu schiitzen, konnen diese mit einer zu- 
leitermodule in Kombination eines erfindoisch wdter ent- satzlicben Abdeckung geschiitzt werden. Ein TtK^t^Mrh^ 
wickelten BOC-Designs vot Bisherige Ansatze zur Reali- EfiFekt dieser Abdeckung kann die Abfiihr von Warme sdn 
siening von elektronischen Baugruppen gehen zumdst von [0034] Die voriiegendc Erfindung hat zahlrcidie \brteile 
einem PCB ("printed circuit board") aus, auf das dnzehie gegrauber aus dem Stand dssr Tedmik bekannten Losungen 
Oder auch gestackte Komponentai aufgdiradit w«den. 50 So kann dn hochst integriertcr Bauelementtrager; wie bei- 
Dazu sind diese Komponenten, bdspielsweise behauste spielswdse ein Speicherriegel auf Basis dnes BOC-Prozes- 
Halbldterbautdle mit Afebindungsdemcnten, wie Kontakt- ses hergesteUt werden. Die Zahl der notwendigen Prozess- 
fuBdiMi Oder -ballcn, zu versdien. Das Aufbringen und An- schritte kann reduziert werden, da Schritte wie das BaU-At- 
schlieBen erfolgt in separaten Ptozessen. tachmcnU die Singularisiening der Chips, und bestimmte 

[0031] GemaB der vorliegenden Erfindung wird als Basis- S5 Lotprozesse fiir einzelne Komponenten entfaUen konnen 
material typischearwdse ein BT-Substrat mit einer ein- oder Da der Modulhalter der erfindungsgemaBen Halbleiterbau- 
doppelseitigen Umverdrahtungsebene dngesetzt Ritgegen gruppe beliebig bestiickt werden kiin, kann beispielswdse 
aus dem Stand der Tfechnik bekannten Entwurfen, bd denen bd der HersteUung von Speicherbausteinen die Speicherka- 
jede Komponente eine einzebe Einheit darsteUt, werden pazitat durch Verwendung unterschiedUcher crfindungsge- 
bier mehrere unbehauste Halbldterchips zu dner Einheit 60 mafierHalbldtermodulefteikonfiguriert werden, ohne dass 
zusammengefasst. Die aus dem Stand der Technik ebcnfalls dne grdBcrc Zahl verschiedener Bauelemente bcrdt gehal- 
bekannten Kontak^unkte ("landing pads") fiir die bei "^all ten werden mUsste. Die erfindungsgemaBe Halbldterbau- 
grid anays** typischerwdse verwendeten kldnen Kugeln gruppe ISsst rich zudem in dnfachcr Weise reparieren, da im 
werden bier jedoch nicht implementiert, sondern die einzel- FaUe dnes Defektes lediglich das schadhafte Halbldtermo- 
nen Chips WCTdenvielmchrvorzugswdsederartuntereinan- 65 dul reversibel herausgelost werden kann. Der Modulhalter 
der verbunden, dass aUe Halbldterchips von einer am Rand kann als ein universaler multifunktionaler Sockel betrachtet 
liegenden KontakUdste angesprochen werden konnen, wo- werden, der komplett von einem Sub-Lieferant bezogen 
bei bds{»elswdse Ldtungen, wie PWR, GND oder DQs zu- werden kann, was zu dnem Entfall des inhausigoi Surface- 
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Mounting-Technologie-Prozesses fUhren kann. Schliefilich 
konneD embedded passive Bauelemente durch das erfin- 
dungsgemaBe Vofahien und Halbleitermcxlul auch aiif 
BOC-Substratebene zum Einsatz kommen. 
[0035] F^, lA zeigt ein erfindungsgemaBes Halbleiter- 5 
modul 1 mit dnem Ratinensubstrat 10 und ungehausten 
Halbleiterchips 16. Das Platinensubstrat weist an einer 
Kante 11 eine Kontaktleiste 12 mit Anschlusskontaktflachen 
13 auf. Kontakte der einzelnen Halbleiterchips sind fiber 
Ldterbahnen 14 bzw. 15 mit Anschlusskontaktflachen 13 lo 
verbunden. Es wird hier darauf hingewiesen, dass cs sich um 
eine schematische Daistellung handelt, da natuigemaB nicht 
gleichzeitig die Halbleiterdups und die ggfe. auf der ande- 
cen Seite des Platinensubstrats befindlichen Leiteibahnen 
gezeigt werden konntcn. Die Leiteibahn 14 zeigt cxempla- 15 
risch, wie gleichartige Kontakte der verschiedenen Chips 
miteinander veibunden und zusanunengefasst weiden kon- 
nen, um an einer gemeinsamen Anschlusskontaktflacbe 13 
nach auBen gefuhrt zu werden. Leiterbahnen 15 zeigen hin- 
gegen, dass Bnderc Kontakte, wie bdspielsweise Chipselect- 20 
signale individuell fur jeden Halbleiterchip ansteuerbar sein 
miissen, so dass diese einzeln zu unterschiedlichra An- 
schlusskontaktflachen 13 gefuhrt werden mussen. Das Plati- 
nensubstrat weist in der vorliegenden Ausftlhrungsform des 
weiterenQfi&iungenl9(baiiddianTCls)autub»welchedic 25 
Kontakte der gehSuselosen Halbldterdiips von der anderen 
Seite des Planensubstrats zuganglich sind und von wo aus 
sie mittels nicht daigestellter Drahtchen mit Anschlusspunk- 
ten fur die Leiteibahnen 14, 15 verbunden sein konnen. 
[0036] Fig, IB zeigt in Seitenansicht ein entsprechendes 30 
erfindungsgemaBes HalbleitermoduL Neben dem Substrat 
10 ist in dieser DarsteDung eine Abdeckung 17 zu erkennen, 
welche durch die Ofi&iungen 19 als Auswolbung 18 audi auf 
der anderen Seite des Platinensubstrats 10 hervortritt. Es 
yersteht sich, dass auch andcre Ausfuhrungsformen der vor- 35 
liegenden Erfindung moglich sind, bdspielsweise solche, 
bd denen die verwraideten gdiausdosen Halbldtmhips 
nicht in der Mitte ihrer Obersdte, s(»idem am Rande die 
Kontakte tragen, so dass kdne Offhungen 19 notwendig 
sind, sondem die Kontakte am Rand kontaktieit werden 40 
konnen. 

[0037] Fig, 2A zeigt eine erfindungsgemaBe Halbleiter- 
baugnippe, welche aus Halbldtermodulen 1, wie in Fig. 1 A 
gezdgt, und cinem Modulhalter 20 besteht Der Modulhal- 
ter 20 weist einen Halterungsberdch 21 mit einer Rdhe von 45 
(in 2B daigestellten) Gegenkontaktleisten zum Ein- 
schid)en von Halbldtermodulen 1 auf. Er weist wdteihin 
einen Steckanschluss 22 zur elektrischen Verbindung mit 
andeien Komponenten, wie beispidsweise dem Mainboaid 
eines Computers, auf. Am Steckanschluss 22 sind eine SO 
Reihe von Kontakten 23 vorgesehen, welche Qbo- nicht dar- 
gestellte interne Ldtungen eine Veibindung zwiscfaen den 
Kontakten der Halbldtermodule und der AuBenwelt bewir- 
ken. IDer Steckanschluss weist in der vorliegenden Ausfuh- 
rungsformwdtereaktiveoda: passive Komponaiten 24 auf, ss 
dk in die Ldteibahnen eingesetzt sind und der weiteren Mo- 
diflzierung dsr Signale und Pegel dienen. 
[0038] In Fig. 2B ist eine Halbleiterbaugruppe 2 gemaB 
der vcdiegenden Erfindung in Seitenansicht gezeigt. Zu- 
satzlich zu insgesamt vier daigestellten Halbleitennodulen 60 
1, wdche in den SteckanschluB 21 eingesteckt sind, weiBt 
diese Baugruppe auch einen Deckel 25 zum Schutz der 
Halbldtermodule vor Beschadigung auf. Aus der Zdchnung 
ist auch ersichtlich, daB die Halbldtermodule in engem Ab- 
stand zueinander angeordnet werd&n konnen. Je nach Wahl 65 
des Pladnensubstrals 10 und der Abdeckung 17 kann eine 
Rastening im Abstand von etwa 1 mm eneicht werden, da 
die dgenflidi, gehauselosen Halbldterchips im Vscgldch zu 
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Halbldtergehausen sehr flach sind. 

[0039] F^. 3 zdgt die Ruckseite dner enlsprechenden 
Halbldtffbaugruppe mit Abdeckungen 17 der erfindungsge- 
maBen Halbldtermodule 1 und wdteren Komponenten 24. 
[0040] Die vorliegende Erfindung stellt Halbldtermodule 
badt, welche dnen extrem hohen Integrationsgrad bd einer 
gldchzeitig verdnfachten Fertigung und einer hohen Be- 
triebssicheihdt ermpglichen. 

Bezugszdchenliste 

1 Halbldtmiodul 

2 Halbldta:baugruppe 

10 Platinensubstrat 

11 Kante des Substrats 

12 Kontaktldste 

13 Anschlusskontaktflachen 
14, 15 Leiteibahnen 

16 gdiauselose Halbleiterchips 

17 Abdeckung 

18 Auswolbung der Abdeckung 
19Qfi&mngen 

20 Modulhalter 

21 Halterungsbeieich 

22 Steckanschluss 

23 Kontakte 

24 Aktive und passive Komponenten 

25 Deckel 

Patentanspruche 

1. Halbldtamodul (1), aufweisend dn Platinen-Sub- 
strat (10) mit Leiteibahnen (14, 15) und dnen oder 
mehreie auf dem Substrat montiote gehauselose Halb- 
ldterchips (16), die fiber elektrische Kontakte mit Ld- 
teibahnen (14, 15) auf dem Substrat (10) verbunden 
sind, dadufidi gpkenn?yichitet, daB das Substrat (10) 
an einer Kante (U) zumindest eine Kontaktleiste (12) 
mit Anschlufikontaktflachen (13) aufweist, die mit zu- 
mindest einem Teil der Ldteibahnen (14, IS) veibun- 
den sind 

2. HalbleitCTmodul (1) nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kcnnzdchnet, daB die Halbldterchips (16) somiteinan- 
dar vabunden sind, daB verschiedenen Halbldterchips 
(16) gemeinsame Signaldn- und/oder -ausgange zu ge- 
meinsamen AnschluBkontaktflSchen (13) geflihrt sind. 

3. Halbldtermodul 0) nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Platinen-Substrat (10) 
zumindest eine Offnung (19) aufwdst, fiber der zumin- 
dest ein Halbldterchip (16) montiert ist, dessen elektri- 
schen Kontakte im Berdch der Offnung (19) liegen 
und durch die Offnung (19) hindurch mit Leiterbahnen 
(14, 15) veibunden sind. 

4. HalbldtMinodul (1) nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kramzeichnet, daB die elektrischen Kontakte des zu- 
mindest einen Halbleiterchips (16) fiber durch die Off- 
nung (19) hindurchreichende Drahte mit den Ldter- 
bahnen (14, 15) veibunden sind. 

5. Halbldtomodul (1) nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, dadurch gekennzdchnet, daB die Kontaktleiste 
(12) eine Kontaktregion des Substrats ist, auf der die 
AnschluBkcmtaktflachen (13) als spezieU ausgefiihrte 
Berciche d^ Ldteibahnen (14, 15) parallel zueinander 
angeordnet sind. 

6. Halbldtermodul (1) nach einem der Anspniche 1 
bis 4, dadurch gekennzdchnet, daB die Halbldterchips 
(16) Spdcherbausteine umfassen. 

7. Halbldtermodul (1) nach einem der Ansprfiche 1 
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bis 5, dadurdi gekennzeichnet, daS die Halbleiterchips 
ASICs umfassen. 

8. Halbleitennodul (1) nach dnem der Anspniche 1 
bis 7, daduich gekeonzeichnet, daB das Pladnen-Sub- 
strat (10) eine flache Hatte aus dnem Material ist, das 5 
Kimstfaarz aufweist 

9. Halbleitermodul (1) nach einem der Anspniche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dafi die Leiteibahnen 
(14, 15) des Piatinen-Substrats (10) in mehiereo V^i- 
drahtungsebenen angeordnet sind 10 

10. Halbleitermodul (1) nach einem der Anqxruche 1 
bis 9, daduich gekennzeichnet, daB eine Mehi^hl glei- 
cher Halbleitmfaips (1€) auf dem Hatinen-Substrat 
(10) angeoidnet sind, die mdit voeinzelt sind 

11. Halbleitennodul (1) nach einem der Anspniche 1 is 
bis 10, daduich gekennzeichnet, daB die Kontaktldste 
(12) einem zur Verbindung des Speicheimoduls mit an- 
deien eldctronisdien Komponenten gedgneten Stan- 
dard geniigt 

12. Halbleitennodul (1) nach einem der An^ruche 1 20 
bis 11, dadurch gekennzdchnet, daB es eine Abdek- 
kung (17) aufweist, die zumindest die Halbleiterchips 
(16) und die Kontakte zu den Leiteibahnen (14, 15) ab- 
deckt 

13. Halbleit^modul (1) nach Anspruch 12, daduich 2S 
gekennzeichnet, daB die Abdeckung (17) auf dem 
Halbleitennodul (1) veigossen ist 

14. Halbleiteibaugruppe (2), aufweisend: 
zumindest ein Halbleitennodul (1) gemaB einem d^ 
Anspriiche 1 bis 13; 30 
einen Modulhalto- (20) mit einem SteckanschhiB (22) 
zur elektrischen Veibindung mit anderen Komponen- 
ten; zumindest einer Gegenkontaktleiste (21) zur Ver- 
bindung mit den Kontaktleisten (12) des zumindest ei- 
nen Halbleitennoduls (1); und elektrischen Leitem 35 
zwischen den Kontaktflachen (13) des zumindest dnen 
Halbleitennoduls (1) und elektrischen Kontakten (23) 
des Steckanschlusses. 

15. Halbleiteibaugruppe (2) nach Anspruch 14, da- 
durch gekennzdchnet, daB mehreie Halbldteamodule 40 
(1) hintercinander auf da Halbleiterbaugruppe (2) an- 
geordnet sind. 

16. Halbldterbaugruppc (2) nach Anspruch 14 oder 
15, dadurch gekennzeichnet, daB auf dem Modulhalter 
Komponenten angeordnet und mit Ldteibahnen vei- 4S 
bunden sind, die der Beeinflussung von durch die Ld- 
teibahnen fiihibaien eldctrischen Signals dienea 

17. Halbleiterbaugruppe (2) nach einem der Ansprii- 
che 14 bis 16, dadurch gekennzdchnet, daB sie weiter- 
hin aufwdst einen Deckel (25) zum Schutz der Halb- SO 
leitermodule. 

18. HaLbldteibaugruppe (2) nach einem der An- 
schlusse 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB der 
SteckanschluB (22) eine Steckerieiste einer normierten 
oder standardisierten Bauart ist. ss 

19. Vdfahren zur HersteUung von Halbldtamodulen 
(1) mit folgenden Schritten: 

- Bereitstellen eines Hatinen-Substrats (10) mit 
Ldteibahnen (14, 15), wobei das Substiat (10) an 
einer Kante (U) zumindest eine Kontaktldste 60 
(12) mit AnschluBkontaktflachen (13) aufweist, 
die mit zumindest einem Tdl der Ldterbahnen 
(14, IS) veibunden sind; 

- Montieren dnes oder mehierer gehauseloser 
Halbldterchips (16) auf dem Substrat (10); 65 

- Veibinden von Kontakten auf den Halbleiter- 
chips (16) mit Leiteibahnen (14, 15) auf dem Sub- 
stiat (10). 
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20. Veifahien nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Plalinen-Substrat (10) zumindest eine 
Offnung (19) aufweist und der zumindest dne Halbld- 
terchip (16) so auf einer Oberflache des Platinen-Sub- 
strats (10) montiert wird, daB seine Kontakte an der 
Offnung (19) von dna: anderen Oberflache des Pla- 
tinen-Substiats (10) zuganglich sind, wobei das Vei- 
binden von Kontakten durch die Ofbung (19) hinduicb 
edblgt 

21. Veifahioi nach Anspruch 19 oder 20, gdcenn- 
zdchnet duich den wdteien Schritt: 
^^:giefien dnes plastischen Materials auf das Halbld- 
teimodul (19) zum Schutz des zumindest einen Halb- 
leiterchips (16) und der Veibindungen zwischen Halb- 
leiterchip (16) und Ldteibahnen (14, 15). 

22. Veifahioi nach Anspruch 19 oder 20, gekenn- 
zeichnet durch den weiteren Schritt 
Aufdrucken einer Schutzschicht auf das Halbldtamo- 
dul (1) zum Schutz des zumindest einen Halbldto:- 
chips (16) und der Verbindungoi zwischen Halbldter- 
chip (16) und Ldteibahnen (14, 15). 
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